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加で減少するという特異な性質をもつこと，および、バンドギャップのふるまいは Si のような 4 配位共有結合固体の
それと類似していること等が明らかにされているo これらの実験事実をベースに，価電子帯頂上の電子状態は地上お
よび宇宙材料とで大きく異なっており，地上試料の価電子帯は非結合電子対の性質をもつが，宇宙試料では共有結合
の特性をもっというモデルが提案されている。
高圧実験の結果から得られた電子構造モデルの妥当性を確認するため地上および宇宙試料について XPS 観測が行
われているo 測定された価電子帯スペクトルより，地上試料の価電子帯上部は非結合性バンドから成り，宇宙試料で
は共有結合性バンドから構成されるという先述のモデルの直接的証拠が得られている o また，地上，宇宙試料の内核
準位スペクトルに見られる化学シフトの違いから，地上物質内におけるテルルクラスターの存在を見いだし，宇宙材
料の構造均一性が確認されているo
以上の研究結果は，乱れの少なく均質な材料作製のための微小重力利用という，多元系アモルファス材料分野にお
いての先駆的貢献を成したものであり，博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める o
必斗・
